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脳の神経回路を模倣したニューロモロフィックデバイスは従来のノイマン型コンピュータとは 

異なるアーキテクチャで構成され、柔らかいデバイスとして活発に研究されている。ニューロモ

ロフィックデバイスを構成するためには記憶素子が必要であるが人間の脳の記憶素子であるシナ

プスの数は 1000億と言われその数は膨大である。そこで我々は記憶素子として非結晶酸化物半導

体(AOS)を用いたニューロモロフィックデバイのスを提案する。AOS は優れた電気的特性を持つ

ことからフラットパネルディスプレイのバックプレーンとして広く用いられている。また、AOS

は低温プロセスが広く、半導体膜の組成比及び不純物に鈍感などの非常にユニークな特性も兼ね

備えている。 

我々は、この AOSを記憶素子として用いたニューロモロフックデバイスの研究開発を行ってい

る。図 1 は Ga-Sn-O を抵抗変化層とし電極に Al を用いた素子の電圧―電流特性を示す。図 1の

ように 1000回繰り返しを行ってもメモリ特性を維持している。これは Ga-Sn-O を用いた記憶素子

はニューロモロフィックデバイスに適応可能であることが示された。 

 

 

図 1 Ga-Sn-O を用いた抵抗変化素子の電圧―電流特性 
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